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パワーデバイス応用では、SiC や GaN など

ショットキー電極を有する新デバイスが検討

されている[1][2]。これらのデバイスの回路レ

ベルの性能を予測するには、デバイス回路混合

解析が有用である[3]。しかし、境界条件の設

定など、必ずしも組み込みが容易とはいえない。

本報告では、従来のデバイス回路混合解析で、

実効的にショットキー電極を扱う方法を検証

した結果を示す。 

 図１に簡易 Schottky Barrier Diode(SBD)モデ

ルの概念図を示す。ΦB に応じた電圧源を、シ

ョットキー電極に付加する。トンネル電流は、

局所的な生成消滅項で近似する。 

 図２に簡易 SBD モデルと整流特性の比較を

示す。空乏層中の抵抗などの影響で、直接トン

ネル電流を計算するモデル[4]に比べて、電流

が低下する。 

 図３に簡易 SBD モデルによるインバータに

おける IGBT の電圧波形を示す。pn ダイオー

ドを用いた場合に比べて、IGBT オフ時のコレ

クタ電圧が低下する。これは、直接トンネル電

流を計算する手法と同じ結果である。 
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図１ 簡易 SBD モデルの概念図 

 

図２ 簡易 SBD モデルと整流特性の比較 

 

図３ 簡易 SBD モデルによるインバータにお

ける IGBT の電圧波形 
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